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та його аналогів

2. Crystal chemistry and thermodynamics of point defects in semiconductor crystals of samarium monosulfide and
its analogues

Реферат:
1. У роботі досліджено дефектну підсистему кристалів моносульфіду самарію, а також бездомішкових і
легованих рідкісноземельними елементами (Sm, Gd, Tm) кристалів плюмбум телуриду. Для кристалів SmS,
шляхом мінімізації термодинамічного потенціалу кристала, розраховано рівноважні значення концентрацій
вакансій халькогену та антиструктурних атомів самарію у напівпровідниковій та металічній фазах SmS при
заданих температурі та хімічному складі. На основі експериментальних залежностей холлівської
концентрації від температури визначено залежність ефективної маси електронів від їх концентрації у d-зоні
провідності моносульфіду самарію. Проведено розрахунок концентрацій точкових дефектів і вільних носіїв
заряду у металічній та напівпровідниковій фазі монокристалічного моносульфіду самарію, що знаходиться у
рівновазі з парою металу. Визначено температурну залежність лінії солідус з боку надлишку металу. На



основі кристалохімічної моделі дефектної підсистеми плюмбум телуриду, яка враховує вакансії у аніонній та
катіонній підґратках, розраховано залежності концентрацій точкових дефектів, вільних носіїв заряду та
ступінь відхилення від стехіометрії у кристалах PbTe в залежності від технологічних параметрів
двотемпературного відпалу - температури відпалу Т та тиску пари телуру PTe. Для легованих кристалів
PbTe:Sm, PbTe:Gd і PbTe:Tm запропоновано моделі дефектної підсистеми та визначено термодинамічні
параметри впрова-дження атомів домішки у кристалічну ґратку

2. This paper investigates defect subsystem of samarium monosulfid crystals and undoped and doped by rare-
earth elements (Sm, Gd, Tm) crystals of lead telluride. Equilibrium values of concentration of chalcogen vacancies
and antistructural samarium atoms in semiconductor and metallic phase of SmS at a given temperature and
chemical composition were calculated for SmS crystals by minimizing the thermodynamic potential of the crystal.
The dependence of electrons effective mass on their concentration in the samarium monosulfid conductive d-
band was determined based on the experimental dependences of Hall concentration on temperature. The
calculation of the concentration of point defects and free charge carriers in metallic and semiconductor phase of
samarium monosulfid single-crystal, which is in equilibrium condition with a pair of metal, was conducted. The
temperature dependence of the solidus line of the excess metal was defined. Based on the crystal model of the lead
telluride defect subsystem, which takes into account vacancies in anionic and cationic sublattices, dependencies of
the concentration of point defects and free charge carriers and the deviation degree from stoichiometry in PbTe
crystals depending on the technological parameters of two-temperature annealing - annealing temperature T and
vapor pressure of tellurium PTe were calculated. For doped crystals PbTe: Sm, PbTe: Gd and PbTe: Tm models of
defect subsystems are proposed and thermodynamic parameters of impurity atoms introduction in the lattice are
calculated.
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